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Hodnoceni diplomové prace oponentem
Nézev préce: Digitalné Fizend stejnosméma elektronickd zat&Z s rozhranim USB
Student: Bc. Jan RADA | sw.@so: | E11N008S5P
Oponent: Ing. Jan Moldaschl
Kritéria hodnocen( prace oponentem Max. body Pfidélené body

Spinéni zadani prace (posuzuje se i stupef kvality spinéni) 25 20

Odborna uroven prace 50 45
Interpretace vysledkd a jejich diskuze, pfip. aplikace 15 15

Formalni zpracovani prace, dodrzovani norem 10 8

Hodnoceni obsahu a kvality préce, pfipominky:

Student se v diplomove praci zabyva konstrukci digitainé fizené elektronické zatéze o prikonu az 1 kW, Prace je
zpracovana na vysoke urovni, je prehledné a logicky clenéna.V Gvodu resersni Casti autor nejprve vysvéetluje
pojem elektronické zateze. Uvadi typy elektronickych zatézi a elektronické zatéZe dostupné na trhu.

Dale udava pozadavky na vlastni konstrukci a popisuje blokové konstrukci. Polemizuje nad vybérem vhodného
vykonového tranzistoru, ale vybér neni (plné &tastny nelze srovnavat tranzistor na 500 V a na 100 V. Naopak s
vybérem pouzdra mézu jedine souhlasit. V dalSich kapitolach velice pfehledné a fundované popisuje jednotlivé
Casti navrhu, ale chybi zde diskuze nad vybérem vhodného senzoru pro méreni proudu.

Koncepce fidiciho modulu je propracovana, libi se mi moZnost pouZiti BNC konektoru pro pFivedeni externiho
signalu pro dynamicke testovani napajecich zdrojd.

Pfi volbé mikrokontroléru bych Cekal jasné specifikované poZadavky a tabulku nékolika moznych
mikrokontrolérd. V této ¢ésti je také nékolik odbornych nepfesnosti napf.: procesory ARM jsou taktovany i na
80 MHz (taktovaci frekvence jsou i pres 1 GHz).

Po formalni strance bych vytkl zvlastni formulace nékterych vét a preklepy. Nékteré obrazky jsou méné citelné
vlivem pfekryti popisu soucastek. U obrazku ilustrujici vypocet tepelného odporu chybi citacni zdroj. V &asti
seznam zkratek a symbol@ chybi anglické preklady.

K daldim castem prace nemam téméF zadné vytky. ZvIast' povedenou ¢asti jsou simulace, samotnd realizace
hardwaru a zavér, kde autor diskutuje nad moznymi vylepsenimi.

Dotazy oponenta k préci:

Je v aktivnim reZimu tranzistoru relevantni hodnota odporu kanalu RDS(on)?
Jaky parametr tranzistoru ovliviluje odpor kandlu RDS(on) predevéim?
Pro€ nebyla pouZita vnitfni napétiova reference 2,56 V v mikrokontroléru?

K ¢emu slouzi dioda D8 pfipojena sériové se stabilizatorem 78057

Diplomovou praci hodnatim klasifikaci vybome (podie Klasifikaéni stupnice dané smérmici dékana FEL)
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